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요약

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 어레이기판에 컬러필터가 구성된 COT구조의 액정표시장치에 관한 것이다.

본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이기판은 탑 게이트(staggered)형 박막트랜지스터 어레이부, 어레이부의 상부에

컬러필터를 형성한다.

이때, 상기 컬러필터를 포함한 탑게이트 형 박막트랜지스터의 어레이부를 형성할 때, 소스 및 드레인 전극과 불순물 

비정질 실리콘층을 동시에 패턴하고, 게이트 전극과 액티브층과 게이트 절연막을 동시에 패턴하여 형성한다.

전술한 바와 같은 COT(Color filter on TFT)구조의 액정표시장치용 어레이기판은, 공정을 단순화 할 수 있는 장점이

있다.

대표도

도 5

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 액정표시장치의 구성을 개략적으로 도시한 도면이고,

도 2는 도 1의 Ⅱ-Ⅱ`를 절단하여 도시한 액정표시장치의 단면도이고,

도 3은 종래의 제 2 예에 따른 COT 구조의 액정표시장치용 어레이기판의 한 화소를 도시한 확대 평면도이고,
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도 4a 내지 도 4g는 도 3의 Ⅳ-Ⅳ`를 따라 절단하여, 종래에 따른 공정순서로 도시한 공정 단면도이고,

도 5는 본 발명에 따른 COT 구조의 액정표시장치용 어레이기판의 한 화소를 도시한 확대 평면도이고,

도 6a 내지 도 6f는 도 5의 Ⅵ-Ⅵ`을 따라 절단하여, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 공정순서로 도시한 공정 단면도이

고,

도 7은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 COT 구조의 액정표시장치용 어레이기판의 한 화소를 도시한 확대 단면도이고,

도 8은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 COT 구조의 액정표시장치용 어레이기판의 한 화소를 도시한 확대 단면도이다.

<도면의 주요부분에 대한 간단한 설명>

100 : 기판 106 : 소스 전극

108 : 드레인 전극 110 : 데이터 배선

120 : 액티브층 126 : 섬형상의 금속층

1306a,b,c : 컬러필터

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 박막트랜지스터 어레이부의 상부에 컬러필터를 구성하는 COT(Color-filter 

on TFT)구조의 액정표시장치용 어레이기판과 그 제조방법에 관한 것이다.

일반적으로, 액정표시장치는 액정분자의 광학적 이방성과 복굴절 특성을 이용하여 화상을 표현하는 것으로, 전계가 

인가되면 액정의 배열이 달라지고 달라진 액정의 배열 방향에 따라 빛이 투과되는 특성 또한 달라진다.

일반적으로, 액정표시장치는 전계 생성 전극이 각각 형성되어 있는 두 기판을 두 전극이 형성되어 있는 면이 마주 대

하도록 배치하고 두 기판 사이에 액정 물질을 주입한 다음, 두 전극에 전압을 인가하여 생성되는 전기장에 의해 액정 

분자를 움직이게 함으로써, 이에 따라 달라지는 빛의 투과율에 의해 화상을 표현하는 장치이다.

도 1은 일반적인 액정표시장치를 개략적으로 나타낸 도면이다.

도시한 바와 같이, 일반적인 컬러 액정표시장치(11)는 서브 컬러필터(8)와 각 서브 컬러필터(8)사이에 구성된 블랙 

매트릭스(6)를 포함하는 컬러필터(7)와 상기 컬러필터(7)의 상부에 증착된 공통전극(18)이 형성된 상부기판(5)과, 화

소영역(P)이 정의되고 화소영역에는 화소전극(17)과 스위칭소자(T)가 구성되며, 화소영역(P)의 주변으로 어레이배선

이 형성된 하부기판(22)과, 상부기판(5)과 하부기판(22) 사이에는 액정(14)이 충진되어 있다.

상기 하부기판(22)은 어레이기판(array substrate)이라고도 하며, 스위칭 소자인 박막트랜지스터(T)가 매트릭스형태

(matrix type)로 위치하고, 이러한 다수의 박막트랜지스터(TFT)를 교차하여 지나가는 게이트배선(13)과 데이터배선

(15)이 형성된다.

이때, 상기 화소영역(P)은 상기 게이트배선(13)과 데이터배선(15)이 교차하여 정의되는 영역이며, 상기 화소영역(P)

상에는 전술한 바와 같이 투명한 화소전극(17)이 형성된다.

상기 화소전극(17)은 인듐-틴-옥사이드(indium-tin-oxide : ITO)와 같이 빛의 투과율이 비교적 뛰어난 투명 도전성

금속을 사용한다.
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상기 화소전극(17)과 병렬로 연결된 스토리지 캐패시터(C)가 게이트 배선(13)의 상부에 구성되며, 스토리지 캐패시

터(C)의 제 1 전극으로 게이트 배선(13)의 일부를 사용하고, 제 2 전극으로 소스 및 드레인 전극과 동일층 동일물질로

형성된 섬형상의 금속층(30)을 사용한다.

이때, 상기 섬형상의 금속층(30)은 화소전극(17)과 접촉되어 화소전극의 신호를 받도록 구성된다.

전술한 바와 같이 상부 컬러필터 기판(5)과 하부 어레이기판(22)을 합착하여액정패널을 제작하는 경우에는, 컬러필터

기판(5)과 어레이기판(22)의 합착 오차에 의한 빛샘 불량 등이 발생할 확률이 매우 높다.

이하, 도 2를 참조하여 설명한다.

도 2는 도 1의 Ⅱ-Ⅱ`를 따라 절단한 단면도이다.

앞서 설명한 바와 같이, 어레이기판인 제 1 기판(22)과 컬러필터 기판인 제 2 기판(5)이 이격되어 구성되고, 제 1 및 

제 2 기판(22,5)의 사이에는 액정층(14)이 위치한다.

어레이기판(22)의 상부에는 게이트 전극(32)과 액티브층(34)과 소스 전극(36)과 드레인 전극(38)을 포함하는 박막트

랜지스터(T)와, 상기 박막트랜지스터(T)의 상부에는 이를 보호하는 보호막(40)이 구성된다.

화소영역(P)에는 상기 박막트랜지스터(T)의 드레인 전극(38)과 접촉하는 투명 화소전극(17)이 구성되고, 화소전극(1

7)과 병렬로 연결된 스토리지 캐패시터(C)가 게이트 배선(13)의 상부에 구성된다.

상기 상부 기판(5)에는 상기 게이트 배선(13)과 데이터 배선(15)과 박막트랜지스터(T)에 대응하여 블랙매트릭스(6)

가 구성되고, 하부 기판(22)의 화소영역(P)에 대응하여 컬러필터(7a,7b,7c)가 구성된다.

이때, 일반적인 어레이기판의 구성은 수직 크로스토크(cross talk)를 방지하 기 위해 데이터 배선(15)과 화소 전극(17

)을 일정 간격(A) 이격 하여 구성하게 되고, 게이트 배선(13)과 화소 전극 또한 일정간격(B) 이격 하여 구성하게 된다.

데이터 배선(15) 및 게이트 배선(13)과 화소 전극(17) 사이의 이격된 공간(A,B)은 빛샘 현상이 발생하는 영역이기 때

문에, 상부 컬러필터기판(5)에 구성한 블랙 매트릭스(black matrix)(6)가 이 부분을 가려주는 역할을 하게 된다.

또한, 상기 박막트랜지스터(T)의 상부에 구성된 블랙매트릭스(6)는 외부에서 조사된 빛이 보호막(40)을 지나 액티브

층(34)에 영향을 주지 않도록 하기 위해 빛을 차단하는 역할을 하게 된다.

그런데, 상기 상부 기판(5)과 하부 기판(22)을 합착하는 공정 중 합착 오차(misalign)가 발생하는 경우가 있는데, 이를

감안하여 상기 블랙매트릭스(6)를 설계할 때 일정한 값의 마진(margin)을 두고 설계하기 때문에 그 만큼 개구율이 저

하된다.

또한, 마진을 넘어선 합착오차가 발생할 경우, 빛샘 영역(A,B)이 블랙매트릭스(6)에 모두 가려지지 않는 빛샘 불량이 

발생하는 경우가 종종 있다.

이러한 경우에는 상기 빛샘이 외부로 나타나기 때문에 화질을 저하하는 문제가 있다.

종래에는 전술한 바와 같은 문제를 해결하기 위한 방법으로, 상기 컬러필터와 블랙매트릭스를 박막트랜지스터와 함

께 단일 기판에 구성하는 예가 제안되었다.

이하, 도 3을 참조하여 설명한다.

도 3은 종래의 제 2 예에 따른 COT 구조의 액정표시장치용 어레이기판의 일 부를 확대한 확대 평면도이다.

도시한 바와 같이, 기판(50) 상에 일 방향으로 연장된 게이트 배선(52)이 서로 이격 하여 평행하게 구성되고, 상기 게

이트 배선(52)과 수직하게 교차하여 화소영역(P)을 정의하는 데이터 배선(66)이 구성된다.

상기 게이트 배선(52)과 데이터 배선(66)의 교차지점에는 게이트 전극(54)과 액티브층(58)과 소스 전극(62)과 드레

인 전극(64)을 포함하는 박막트랜지스터(T)가 구성된다.

상기 화소영역(P)에는 적색과 녹색과 청색을 나타내는 컬러필터(72a,b,c)가 구성되고, 상기 컬러필터(72a,b,c)의 상

부에는 상기 드레인 전극(64)과 접촉하는 화소전극(80)이 구성된다.
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전술한 구성에서, 상기 게이트 배선(52)과 데이터 배선(66)과 박막트랜지스터에 대응하여, 블랙 매트릭스(74)를 형성

한다.

이때, 상기 컬러필터(72a,b,c)의 배열이 상하로 이웃한 화소영역에 동일한 색이 배열될 경우에는, 상기 블랙매트릭스(

74)는 게이트 배선(52)의 상부에 형성할 필요는 없다.

이하, 도 4a 내지 도 4f를 참조하여, 전술한 바와 같은 구성을 가지는 종래의 COT구조의 액정표시자치용 어레이기판

의 제조공정을 설명한다.

도 4a 내지 도 4g는 도 3의 Ⅳ-Ⅳ`를 따라 절단하여, 종래의 공정순서에 따라 도시한 공정 단면도이다.

먼저, 도 4a에 도시한 바와 같이, 기판(50)상에 알루미늄(Al), 알루미늄합 금, 구리(Cu), 텅스텐(W), 크롬(Cr), 몰리브

덴(Mo)등을 포함하는 도전성 금속 그룹 중 선택된 하나를 증착하고 제 1 마스크 공정으로 패턴하여, 게이트 배선(52)

과 이에 연결된 게이트 전극(54)을 형성한다.

다음으로, 상기 게이트 배선(52)과 게이트 전극(54)이 형성된 기판(50)의 전면에 질화 실리콘(SiN x )과 산화 실리콘

(SiO 2 )을 포함하는 무기절연물질 그룹 중 선택된 하나를 증착하여, 게이트 절연막(56)을 형성한다.

다음으로, 도 4b에 도시한 바와 같이, 상기 게이트 절연막(56)이 형성된 기판(50)의 전면에 순수 비정질 실리콘층(a-

Si:H)과 불순물이 포함된 비정질 실리콘층(n+a-Si:H)을 적층하고 제 2 마스크 공정으로 패턴하여, 상기 게이트 전극

(54)에 대응하는 게이트 절연막(56)의 상부에 섬형상으로 적층된 액티브층(58)과 오믹 콘택층(60)을 형성한다.

도 4c에 도시한 바와 같이, 상기 오믹 콘택층(58)이 형성된 기판(50)의 전면에 전술한 바와 같은 도전성 금속을 증착

하고 제 3 마스크 공정으로 패턴하여, 오믹 콘택층(60)상부에 서로 이격된 소스 전극(62)과 드레인 전극(64)과, 상기 

소스 전극(62)에서 상기 게이트 배선(52)과 수직한 방향으로 연장되어 화소영역(P)을 정의하는 데이터 배선(66)을 형

성한다.

동시에, 상기 게이트 배선(52)의 일부 상부에 섬형상의 금속층(68)을 더욱 구성한다.

연속하여, 상기 소스 및 드레인 전극(62,64)의 이격된 영역으로 노출된 오믹 콘택층(60)을 식각하여, 하부의 액티브

층(58)을 노출하는 공정을 진행한다.

다음으로, 상기 소스 및 드레인 전극(62,64)이 형성된 기판(50)의 전면에 질화 실리콘(SiN X )과 산화 실리콘(SiO 2
)을 포함하는 무기절연물질 그룹 중 선택된 하나를 증착하여, 제 1 보호막(70)을 형성한다.

다음으로, 도 4d에 도시한 바와 같이, 상기 화소영역(P)에 대응하는 제 1 보호막(70)의 상부에 컬러필터(72a,72b)를 

형성한다.

상기 컬러필터(72a,72b)는 다수의 화소영역(P)에 적색과 녹색과 청색을 나타내는 컬러필터를 특정한 배열 순서에 따

라 형성하며, 각 색깔의 컬러필터 마다 순차적으로 패턴되지만 이때 동일한 마스크를 사용하게 된다.

따라서, 상기 컬러필터는 제 4 마스크 공정으로 형성된다 할 수 있다.

도 4e에 도시한 바와 같이, 상기 화소 영역(P)마다 특정한 컬러필터(72a,b)가 형성된 기판(50)상에, 감광성 블랙 유기

층을 도포하여 제 5 마스크 공정으로 패턴하여, 데이터 배선(66)과 게이트 배선(52)과 박막트랜지스터(T)의 상부에 

블랙매트릭스(74)를 형성한다.

이때, 평면적으로 상기 새로 방향으로 이웃한 화소영역에 동일한 색의 컬러필터가 일방향으로 구성될 경우에는 상기 

컬러필터가 게이트 배선의 상부에 형성되기 때문에 게이트 배선의 상부에는 브랙매트릭스(74)를 형성하지 않아도 된

다.

도 4f에 도시한 바와 같이, 상기 드레인 전극(64)과 상기 섬형상이 금속층(68)상부의 게이트 절연막(56)과 컬러필터

를 제 6 마스크 공정으로 패턴하 여, 드레인 콘택홀(76)과 스토리지 콘택홀(78)을 형성한다.

다음으로, 도 4g에 도시한 바와 같이, 상기 컬러필터(72a,72b)와 블랙매트릭스(74)가 형성된 기판(50)의 전면에 인듐

-틴-옥사이드(ITO)와 인듐-징크-옥사이드(IZO)를 포함하는 투명 도전성 물질그룹 중 선택된 하나를 증착하고 제 7 

마스크 공정으로 패턴하여, 상기 드레인 전극(64)과 섬형상의 금속층(68)과 동시에 접촉하면서 상기 화소영역(P)에 

구성되는 화소전극(80)을 형성한다.
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전술한 구성에서, 상기 게이트 배선(52)의 상부에는 상기 화소전극(80)과 접촉하는 섬형상의 금속층(68)을 제 1 전극

으로 하고, 이와 겹쳐지는 하부의 게이트배선(52)을 제 2 전극으로 하는 보조 용량부(C ST )가 형성된다.

전술한 바와 같은 공정으로 종래에 따른 COT 구조의 액정표시장치용 어레이기판을 제작할 수 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 전술한 바와 같은 공정은 컬러필터를 포함하는 박막트랜지스터를 제작하는데 다수의 공정이 소요되므로, 공

정시간과 비용면에서 수율을 낮추는 문제가 있다.

본 발명은 전술한 문제를 해결하기 위한 목적으로 제안된 것으로, 상기 박막트랜지스터의 구성을 역스테거드형이 아

닌 일반적인 스테거드형(normal staggered) 즉, 탑게이트 형 박막트랜지스터를 적용하여 공정을 진행하는 것이다.

탑게이트형 박막트랜지스터를 어레이부에 적용하게 되면 종래와 비교하여, 마스크 공정을 단순화 할 수 있어 공정시

간 단축에 따른 수율을 개선할 수 있는 장점이 있다.

발명의 구성 및 작용

전술한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이기판은 기판 상에 일 방향으로 연장된 데이터 배

선과; 상기 데이터 배선과 절연막을 사이에 두고 수직하게 교차하여, 화소영역을 정의하는 게이트 배선과; 상기 데이

터 배선과 게이트 배선의 교차지점에 구성되고, 소스 및 드레인 전극과, 소스 및 드레인 전극의 상부에 걸쳐 구성된 액

티브층과, 액티브층의 상부에 절연막을 사이에 두고 구성된 게이트 전극을 포함하는 박막트랜지스터와; 상기 게이트 

배선과 데이터 배선의 상부와, 상기 드레인 전극의 일측을 노출하면서 상기 박막트랜지스터의 상부에 구성된 블랙 매

트릭스와; 상기 화소영역에 대응하여 구성된 컬러필터와; 상기 화소영역에 대응하는 컬러필터의 상부에 위치하고, 상

기 드레인 전극과 접촉하는 투명 화소전극을 포함한다.

상기 게이트 배선의 하부에 절연막을 사이에 두고 섬형상의 금속층을 더욱 구성하여, 이를 제 1 전극으로 하고 그 상

부의 게이트 배선을 제 2 전극으로 하는보조 용량부가 더욱 구성된다.

상기 블랙매트릭스는 상기 박막트랜지스터와 게이트 배선과 데이터배선의 하 부에 구성될 수 있다.

상기 컬러필터는 세로방향으로 이웃한 화소영역에 동일한 컬러필터가 구성되고, 이러한 컬러필터는 가로방향으로 적

색과 녹색과 청색의 컬러필터가 순서대로 구성된 스트라이프 형상이며, 이러한 형상일 경우, 블랙매트릭스는 박막트

랜지스터와 데이터 배선에만 대응하여 형성된다.

본 발명의 특징에 따른 액정표시장치용 어레이기판 제조방법은 기판 상에 일 방향으로 연장된 데이터 배선과, 이에 

연결된 소스 전극과 이와는 소정간격 이격된 드레인 전극과 상기 소스 및 드레인 전극의 상부에 오믹 콘택층을 형성

하는 단계와; 상기 소스 및 드레인 전극의 이격 영역과 오믹 콘택층의 상부에 액티브층과 게이트 절연막과 게이트 전

극을 형성하고, 게이트 전극과 연결되고 상기 데이터 배선과는 게이트 절연막을 사이에 두고 수직하게 교차하여 화소

영역을 정의하는 게이트 배선을 형성하는 단계와; 상기 박막트랜지스터와 게이트 배선과 데이터 배선의 상부에 블랙

매트릭스를 형성하는 단계와; 상기 화소영역에 컬러필터를 형성하는 단계와; 상기 드레인 전극과 접촉하면서 상기 컬

러필터의 상부에 위치하도록 투명한 화소전극을 형성하는 단계를 포함한다.

본 발명의 다른 특징에 따른 액정표시장치용 어레이기판 제조방법은 기판 상에, 화소 영역과 스위칭 영역과 게이트 

영역과 데이터 영역을 정의하는 단계와; 상기 화소영역에 대응하여 개구부를 포함하고, 상기 스위칭 영역과 게이트 

영역과 데이터 영역에 대응하여 블랙매트릭스를 형성하는 단계와; 상기 블랙매트릭스가 형성된 기판의 전면에 절연

막인 버퍼층을 형성하는 단계와; 상기 버퍼층의 상부에 일 방향으로 연장된 데이터 배선과, 이에 연결된 소스 전극과 

이와는 소정간격 이격된 드레인 전극과 상기 소스 및 드레인 전극의 상부에 오믹 콘택층을 형성하는 단계와; 상기 소

스 및 드레인 전극의 이격 영역과 오믹 콘택층의 상부에 액티브층과 게이트 절연막과 게이트 전극을 형성하는 동시에,

상기 데이터 배선과 게이트 절연막을 사이에 두고 수직하게 교차하여 화소영역을 정의하는 게이트 배선을 형성하는 

단계와; 상기 화소영역에 컬러필터를 형성하는 단계와; 상기 드레인 전극과 접촉하면서 상기 컬러필터의 상부에 위치

하도록 투명한 화소전극을 형성하는 단계를 포함한다.

상기 블랙매트릭스는 크롬(Cr) 또는 크롬/크롬옥사이드(CrO X )의 이중층으로 형성된다.
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본 발명의 특징에 따른 액정표시장치는 서로 이격하여 구성된 제 1 및 제 2 기판과; 상기 제 1 기판의 마주보는 일면

에 일 방향으로 연장된 데이터 배선과; 상기 데이터 배선과 절연막을 사이에 두고 수직하게 교차하고, 상기 게이트 영

역에 대응하여 일 방향으로 연장된 게이트 배선과; 상기 데이터 배선과 게이트 배선의 교차지점에 구성되고, 소스 및 

드레인 전극과, 소스 및 드레인 전극의 상부에 걸쳐 구성된 액티브층과, 액티브층의 상부에 절연막을 사이에 두고 구

성된 게이트 전극을 포함하는 박막트랜지스터와; 상기 화소영역에 대응하여 구성된 컬러필터와; 상기 화소영역에 대

응하는 컬러필터의 상부에 위치하고, 상기 드레인 전극과 접촉하는 투명 화소전극과; 상기 제 2 기판의 일면에 상기 

박막트랜지스터와 게이트 배선 과 데이터 배선에 대응하여 구성된 블랙매트릭스와; 상기 블랙매트릭스가 형성된 제 2

기판의 전면에 구성된 투명 공통전극을 포함한다.

이하 첨부한 도면을 참조하여, 본 발명에 따른 바람직한 실시예들을 설명한다.

-- 제 1 실시예 --

본 발명의 특징은 컬러필터를 포함하는 박막트랜지스터 어레이 구조에서, 탑게이트형 박막트랜지스터를 적용하여 제

조 공정을 단순화 할 수 있는 것이다.

도 5는 본 발명에 따른 COT(Color Filter on TFT) 구조의 액정표시장치용 어레이기판의 구성을 개략적으로 도시한 

평면도이다.

도시한 바와 같이, 기판(100)상에 일 방향으로 연장된 게이트 배선(126)을 서로 평행하게 구성하고, 상기 게이트 배

선(126)과 수직하게 교차하여 다수의 화소영역(P)을 정의하는 데이터 배선(110)을 구성한다.

상기 게이트 배선(126)과 데이터 배선(110)이 교차하는 지점에는 게이트 전극(124)과 액티브층(120)과 소스 및 드레

인 전극(106,108)을 포함하는 박막트랜지스터(T)를 구성한다.

이때, 상기 박막트랜지스터(T)는 소스 및 드레인 전극(106,108)과 액티브층(120)과 게이트 전극(124)이 순차적으로 

구성된 탑게이트 형의 박막트랜지스터이다.

상기 두 배선(110,126)이 교차하여 정의되는 화소영역(P)에는 투명한 화소전 극(132)을 구성한다.

전술한 구성에서, 상기 박막트랜지스터(T)와 게이트 배선(126)과 데이터 배선(110)의 상부에는 블랙매트릭스(T)를 

형성하고, 상기 화소전극(132)의 하부에는 각 화소영역(P)마다 적색과 녹색과 청색의 컬러필터(136a,136b,136c)를 

순서대로 구성한다.

상기 화소전극(132)은 게이트배선(126)의 하부에 구성된 스토리지 캐패시터(C st )와 병렬로 연결된다.

스토리지 캐패시터(C st )는 게이트 배선(126)의 일부를 제 1 전극으로 하고, 그 하부의 섬형상의 금속층(126)을 제 2

전극으로 한다.

상기 섬형상의 금속층(126)은 상기 데이터 배선(110)과 동일층에 구성되며, 상기 화소전극(132)과 접촉하도록 구성

한다.

전술한 바와 같은 구성에서, 상기 블랙매트릭스(128)는 박막트랜지스터의 상부 또는 하부에 구성될 수도 있고 별도의

상부기판에 구성할 수 도 있다.

이하, 도 6a 내지 도 6f를 참조하여, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 제조방법을 설명한

다.(박막트랜지스터의 상부에 블랙매트릭스가 형성된 구성을 위한 공정을 대표적으로 설명한다.)

도 6a에 도시한 바와 같이, 기판(100)상에 데이터 영역(D)과 화소영역(P)과 스위칭 소자 영역(T)과 게이트 영역(G)을

정의한다.

상기 다수의 영역(D,P,T,G)이 정의된 기판(100)상에 크롬(Cr)과 몰리브덴(Mo)과 텅스텐(W)과 티타늄(Ti)과 구리(C

u)와 알루미늄(Al)과 알루미늄 합금(AlNd)을 포함하는 도전성 금속그룹 중 선택된 하나를 증착하여, 제 1 금속층(102

)을 형성하고, 연속하여 상기 제 1 금속층(102)의 상부에 불순물이 포함된 비정질 실리콘층(104)을 형성한다.

상기 제 1 금속층(102)과 불순물 비정질 실리콘층(104)을 건식식각 방식을 사용한 제 1 마스크 공정으로 패턴하여, 

도 6b에 도시한 바와 같이, 상기 스위칭 소자 영역(T)에 대응하여 소정 간격 이격하여 구성된 소스 전극(106)과 드레

인 전극(108)과, 소스 전극(106)과 연결되어 상기 데이터 영역(D)에 대응하여 기판(100)의 일 방향으로 연장된 데이
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터 배선(110)과, 상기 화소영역(P)의 일측을 지나는 게이트 영역(G)의 일부에 대응하여 섬형상의 금속층(112)을 형

성한다.

동시에, 상기 소스 전극(106)과 드레인 전극(108)과 데이터 배선(110)과 섬형상의 금속층(112)의 상부에는 패턴된 

불순물 비정질 실리콘막(114)이 형성된다.

특히, 소스 전극(106)과 드레인 전극(110)상부의 패턴된 불순물 비정질 실리콘막(114)을 오믹 콘택층(ohmic contac

t layer)이라 한다.

다음으로, 상기 소스 및 드레인 전극(106,108)이 형성된 기판(100)의 전면에 순수 비정질 실리콘층(a-Si:H)(116)과 

게이트 절연막(118)과 전술한 바와 같은 도전성 물질 그룹 중 선택된 하나를 증착하여 제 2 금속층(120)을 형성한다.

연속하여, 상기 순수 비정질 실리콘층(116)과 게이트 절연막(118)과 제 2 금속층(120)을 건식식각 방식을 사용한 제 

2 마스크 공정으로 식각하여, 상기 스위칭 소자 영역(T)에 대응하여서는 상기 소스 및 드레인 전극(106,108)의 이격

된 영역에 걸쳐 형성되고, 상기 불순물 비정질막(114)의 상부에 구성된 섬형상의 비정질 실리콘막(120)과, 비정질 실

리콘막(120)의 상부에 게이트 절연막(122)과 게이트 절연막(122)의 상부에 게이트 전극(124)을 형성하고, 상기 게이

트 영역(G)에 대응하여 상기 불순물 비정질막(114)의 상부에 비정질 실리콘막(120)과, 이의 상부에 게이트 절연막(1

22)과, 게이트 절연막(122)의 상부에 게이트 배선(126)을 형성한다.

특히, 상기 스위칭소자 영역(T)에 형성된 비정질 실리콘막(120)은 액티브층(active layer)이라 칭한다.

이때, 상기 드레인 전극(108)과 상기 섬형상이 금속층(112)은 일측이 노출되어 구성된다.

다음으로, 도 6d에 도시한 바와 같이, 상기 게이트 전극(124)과 게이트 배선(126)이 형성된 기판(100)의 전면에 감광

성 블랙 수지를 도포한 후 제 3 마스크 공정으로 패턴하여, 상기 소스 및 드레인 전극(106,108)과 데이터 배선(110)

에 대응하여 블랙매트릭스(128)를 형성한다.

이때, 상기 게이트 배선(126)의 상부에도 블랙매트릭스(128)를 형성하나, 이후 형성되는 컬러필터(미도시)의 배열 순

서가 일 방향으로 동일한 컬러를 구성하는 스트라이프(stripe)형상의 경우에는 상기 게이트 배선(122)을 포함하는 화

소영역(P)의 상부에 컬러필터(미도시)를 패턴함으로, 굳이 상기 블랙매트릭스(128)를 형성하지 않아도 된다.

다음으로, 도 6e에 도시한 바와 같이, 상기 블랙매트릭스(128)가 형성된 기 판(200)상에 제 4 마스크 공정으로 컬러

필터(130b)를 형성한다.

상기 컬러필터(130b)는 적색과 녹색과 청색을 표현하는 세가지 색의 컬러필터를 다수의 화소영역(P)에 대해 소정의 

배열순서로 배열한다.

이때, 상기 컬러필터는 동일한 색의 컬러필터를 일 방향으로 구성하는 스트라이프 형상으로 구성한다.

다음으로, 도 6f에 도시한 바와 같이, 상기 컬러필터(130b)가 형성된 기판(100)의 전면에 인듐-틴-옥사이드(ITO)와 

인듐-징크-옥사이드(IZO)를 포함하는 투명한 도전성 금속을 증착하고 패턴하여, 상기 노출된 드레인 전극(108)과 섬

형상의 금속층(112)과 동시에 접촉하면서 상기 컬러필터(130b)의 상부에 구성되도록 화소전(132)을 형성한다.

이때, 상기 화소전극(132)과 접촉하는 섬형상의 금속층(112)을 제 1 전극으로 하고, 그 상부의 게이트 배선(126)을 

제 2 전극으로 하는 보조 용량부(C ST )가 형성된다.

전술한 바와 같은 공정을 통해 본 발명의 제 1 실시예의 구성을 가지는 액정표시자치용 어레이기판을 제작할 수 있다.

이하, 제 2 실시예를 통해 상기 제 1 실시예의 변형 예를 설명한다.

-- 제 2 실시예 --

본 발명의 제 1 실시예는 상기 블랙매트릭스를 박막트랜지스터 어레이부의 하부에 구성하는 것을 특징으로 한다.

도 7은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 COT구조의 액정표시장치용 어레이기판의 한 화소를 개략적으로 도시한 단면

도이다.

도 7은 도 5의 Ⅵ-Ⅵ`을 따라 절단하여, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 구조로 도시한 단면도이다.
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도시한 바와 같이, 데이터 영역(D)과 스위칭 소자 영역(T)과 게이트 영역(G)과 화소영역(P)이 정의된 기판(200)상에 

상기 데이터 영역과 스위칭 소자 영역에 대응하여 블랙매트릭스(202)를 형성한다.

이때, 상기 블랙매트릭스(202)는 크롬(Cr) 또는 크롬(Cr)/크롬옥사이드(CrO X )(적층구조)을 증착하고 패턴하여 형

성한다.

다음으로, 상기 블랙 매트릭스(202)가 형성된 기판(200)의 전면에 벤조사이클로부텐(BCB)과 아크릴(acryl)계 수지(

resin)를 포함하는 투명한 도전성 유기절연물질 그룹 중 선택된 하나 또는 질화 실리콘(SiN X )과 산화 실리콘(SiO 2
)을 포함하는 무기절연물질 그룹 중 선택된 하나를 도포 또는 증착하여 버퍼층(204)을 형성한다.

다음으로, 상기 버퍼층(204)의 상부에 박막트랜지스터와 게이트 및 데이터 배선을 형성하게 되는데 이는 앞서 제 1 

실시예의 공정과 동일하다.

따라서, 상기 스위칭 소자 영역(T)에 대응하여 소스 및 드레인 전극(206,208)과 액티브층(220)과 게이트 절연막(224

)과 게이트 전극(224)을 형성하고, 상기 소스 전극(206)과 연결되는 데이터 배선(210)을 상기 데이터 영역(D)에 형성

한다.

상기 게이트 영역(G)에는, 상기 액티브층(216)과 동일층 동일물진인 비정질 실리콘 패턴(220)과, 게이트 절연막(222

)과, 게이트 절연막(222)의 상부에 게이트 배선(226)이 형성된다.

상기 화소영역(P)에는 컬러필터(230)를 구성하고, 컬러필터(230)의 상부에는 상기 드레인 전극(208)과 섬형상의 금

속층(212)과 접촉하는 화소전극(232)을 형성한다.

이때, 상기 화소전극(232)과 접촉하는 섬형상의 금속층(212)을 제 1 전극으로 하고 그 상부의 게이트 배선(218)을 제

2 전극으로 하는 보조 용량부(C ST )가 형성된다.

전술한 바와 같이 본 발명의 제 2 실시예에 따른 COT 구조의 액정표시장치용 어레이기판을 구성할 수 있다.

전술한 공정은 상기 블랙매트릭스의 위치만 바뀌었을 뿐 공정은 상기 제 1 실시예와 동일하게 6 마스크 공정으로 제

작된다.

이하, 제 3 실시예를 통해 제 1 실시예의 변형예를 설명한다.

-- 제 3 실시예 --

본 발명의 제 3 실시예는 전술한 제 1 실시예의 구성에서, 상기 블랙매트릭스를 별도의 상부기판에 구성하는 것을 특

징으로 한다.

도 8은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 액정표시장치의 구성을 개략적으로 도시한 단면도이다.

도시한 바와 같이, 제 1 기판(300)과 제 2 기판(400)이 서로 이격하여 구성되고, 상기 제 1 기판(300)의 상부에는 박

막트랜지스터 어레이와 컬러필터(324)를 형성하고, 상기 제 2 기판(400)에는 블랙매트릭스(402)와 공통전극(406)을

형성한다.

자세히 설명하면, 상기 제 1 기판(300)의 스위칭 소자 영역(T)에는 소스 및 드레인 전극(306,308)과, 이것의 상부에 

오믹 코택층(314)과 액티브층(316)과 게이트 절연막(318)과 게이트 전극(320)적층된 박막트랜지스터 형성되고, 데

이터 영역(D)에는 상기 소스 전극(306)에서 연장된 데이터 배선(310)이 형성되고, 상기 게이트 영역(G)에는 게이트 

배선(322)을 형성한다.

이때, 상기 게이트 배선(322)의 일부 하부에는 게이트 절연막(318)과 비정질 실리콘패턴(314)을 사이에 두고 섬형상

의 금속층(312)이 더욱 구성되어 이를 제 1 전극으로 하고, 그 상부의 게이트 배선(322)을 제 2 전극으로 하는 보조 

용량부(C ST )를 형성한다.

상기 제 2 기판(400)에는 상기 제 1 기판(300)의 스위칭 소자 영역(T)과 데이터 영역(D)에 대응하여 블랙 매트릭스(

402)를 형성한다.

전술한 바와 같은 액정패널은, 상기 블랙 매트릭스(402)를 상부기판(400)에 형성할 뿐 박막트랜지스터 어레이부와 

컬러필터를 패턴하는 공정이 제 1 실시예와 동일하다.
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상기 제 3 실시예의 공정은 상기 블랙매트릭스가 상부기판에 구성되기 때문에 상기 블랙매트릭스를 구성할 때, 합착

마진을 고려해야 하지만 종래에 비해 공정을 단순화 할 수 있는 장점이 있다.

또한, 전술한 제 1 내지 제 3 실시예는 종래와 달리, 마스크 공정을 줄일 수 있을 뿐 아니라, 상기 컬러필터에 콘택홀

을 형성하고 이를 통해 하부의 드레인 전극과 접촉하는 형상이 아니기 때문에 종래에 비해 공정불량을 해소할 수 있

는 장점이 있다.

발명의 효과

전술한 제 1 및 제 2 실시예에 따른 본 발명에 따른 COT 구조의 액정표시장치용 어레이기판은, 박막트랜지스터와 어

레이부와 컬러필터(및 블랙매트릭스)를 동일한 기판에 형성함으로서, 상기 블랙매트릭스를 설계할 때 합착마진을 둘 

필요가 없기 때문에 개구율을 개선할 수 있는 장점이 있다.

또한, 상기 제 1 내지 제 3 실시예는 탑게이트형 박막트랜지스터를 사용함으로서 구성상, 특정 구성들을 일괄식각하

는 것이 가능하기 때문에 종래에 비해 마스크 공정을 줄일 수 있어 공정시간 단축과 함께 비용을 절감하여 제품의 수

율 및 가격경쟁력을 향상할 수 있는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
기판 상에 일 방향으로 연장된 데이터 배선과;

상기 데이터 배선과 절연막을 사이에 두고 수직하게 교차하여, 화소영역을 정의하는 게이트 배선과;

상기 데이터 배선과 게이트 배선의 교차지점에 구성되고, 소스 및 드레인 전극과, 소스 및 드레인 전극의 상부에 걸쳐

구성된 액티브층과, 액티브층의 상부에 절연막을 사이에 두고 구성된 게이트 전극을 포함하는 박막트랜지스터와;

상기 게이트 배선과 데이터 배선의 상부와, 상기 드레인 전극의 일측을 노출하면서 상기 박막트랜지스터의 상부에 구

성된 블랙 매트릭스와;

상기 화소영역에 대응하여 구성된 컬러필터와;

상기 화소영역에 대응하는 컬러필터의 상부에 위치하고, 상기 드레인 전극과 접촉하는 투명 화소전극

을 포함하는 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 게이트 배선의 하부에 절연막을 사이에 두고 섬형상의 금속층을 더욱 구성하여, 이를 제 1 전극으로 하고 그 상

부의 게이트 배선을 제 2 전극으로 하는보조 용량부가 더욱 구성된 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 3.
제 1 항에 있어서,

상기 블랙매트릭스는 상기 박막트랜지스터와 게이트 배선과 데이터배선의 하부에 구성된 액정표시장치용 어레이기

판.

청구항 4.
제 1 항에 있어서,

상기 컬러필터는 세로방향으로 이웃한 화소영역에 동일한 컬러필터가 구성되고, 이러한 컬러필터는 가로방향으로 적

색과 녹색과 청색의 컬러필터가 순서대로 구성된 스트라이프 형상인 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 5.



공개특허 10-2004-0053677

- 10 -

제 4 항에 있어서,

상기 컬러필터를 스트라이프 형상으로 구성할 경우에, 블랙매트릭스는 박막트랜지스터와 데이터 배선에만 대응하여 

형성되는 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 6.
제 1 항에 있어서.

상기 컬러필터는 상기 노출된 드레인 전극과 겹쳐지지 않도록 구성된 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 7.
기판 상에 일 방향으로 연장된 데이터 배선과, 이에 연결된 소스 전극과 이와는 소정간격 이격된 드레인 전극과 상기 

소스 및 드레인 전극의 상부에 오믹 콘택층을 형성하는 단계와;

상기 소스 및 드레인 전극의 이격 영역과 오믹 콘택층의 상부에 액티브층과 게이트 절연막과 게이트 전극을 형성하고

, 게이트 전극과 연결되고 상기 데이터 배선과는 게이트 절연막을 사이에 두고 수직하게 교차하여 화소영역을 정의하

는 게이트 배선을 형성하는 단계와;

상기 박막트랜지스터와 게이트 배선과 데이터 배선의 상부에 블랙매트릭스를 형성하는 단계와;

상기 화소영역에 컬러필터를 형성하는 단계와;

상기 드레인 전극과 접촉하면서 상기 컬러필터의 상부에 위치하도록 투명한 화소전극을 형성하는 단계

를 포함하는 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 8.
제 7 항에 있어서,

상기 컬러필터는 세로방향으로 이웃한 화소영역에 동일한 컬러필터가 순서대로 형성되고, 이러한 컬러필터는 가로방

향으로 적색과 녹색과 청색의 컬러필터가 순서대로 형성된 스트라이프 형상인 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 9.
제 8 항에 있어서,

상기 컬러필터를 스트라이프 형상으로 구성할 경우에, 블랙매트릭스는 블랙매트릭스와 데이터배선의 상부에만 형성

되는 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 10.
제 7 항에 있어서,

상기 블랙매트릭스는 감광성 블랙수지로 형성된 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 11.
제 7 항에 있어서.

상기 컬러필터는 상기 노출된 드레인 전극과 겹쳐지지 않도록 형성된 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 12.
기판 상에, 화소 영역과 스위칭 영역과 게이트 영역과 데이터 영역을 정의하는 단계와;

상기 화소영역에 대응하여 개구부를 포함하고, 상기 스위칭 영역과 게이트 영역과 데이터 영역에 대응하여 블랙매트

릭스를 형성하는 단계와;

상기 블랙매트릭스가 형성된 기판의 전면에 절연막인 버퍼층을 형성하는 단계와;
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상기 버퍼층의 상부에 일 방향으로 연장된 데이터 배선과, 이에 연결된 소스 전극과 이와는 소정간격 이격된 드레인 

전극과 상기 소스 및 드레인 전극의 상부에 오믹 콘택층을 형성하는 단계와;

상기 소스 및 드레인 전극의 이격 영역과 오믹 콘택층의 상부에 액티브층과 게이트 절연막과 게이트 전극을 형성하는

동시에, 상기 데이터 배선과 게이트 절연막을 사이에 두고 수직하게 교차하여 화소영역을 정의하는 게이트 배선을 형

성하는 단계와;

상기 화소영역에 컬러필터를 형성하는 단계와;

상기 드레인 전극과 접촉하면서 상기 컬러필터의 상부에 위치하도록 투명한 화소전극을 형성하는 단계

를 포함하는 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 13.
제 12 항에 있어서,

상기 블랙매트릭스는 크롬(Cr) 또는 크롬/크롬옥사이드(CrO X )의 이중층으로 형성된 액정표시장치용 어레이기판 

제조방법.

청구항 14.
제 12 항에 있어서,

상기 버퍼층은 벤조사이클로부텐(BCB)과 아크릴(acryl)계 수지(resin)를 포함하는 유기절연물질 그룹 또는 질화 실

리콘(SiN X )과 산화 실리콘(SiO 2 )을 포함하는 유기절연물질 그룹 중 선택된 하나를 도포 또는 증착하여, 형성하는

액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 15.
제 12 항에 있어서.

상기 컬러필터는 상기 노출된 드레인 전극과 겹쳐지지 않도록 형성된 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 16.
서로 이격하여 구성된 제 1 및 제 2 기판과;

상기 제 1 기판의 마주보는 일면에 일 방향으로 연장된 데이터 배선과;

상기 데이터 배선과 절연막을 사이에 두고 수직하게 교차하고, 상기 게이트 영역에 대응하여 일 방향으로 연장된 게

이트 배선과;

상기 데이터 배선과 게이트 배선의 교차지점에 구성되고, 소스 및 드레인 전극과, 소스 및 드레인 전극의 상부에 걸쳐

구성된 액티브층과, 액티브층의 상부에 절연막을 사이에 두고 구성된 게이트 전극을 포함하는 박막트랜지스터와;

상기 화소영역에 대응하여 구성된 컬러필터와;

상기 화소영역에 대응하는 컬러필터의 상부에 위치하고, 상기 드레인 전극과 접촉하는 투명 화소전극과;

상기 제 2 기판의 일면에 상기 박막트랜지스터와 게이트 배선과 데이터 배선에 대응하여 구성된 블랙매트릭스와;

상기 블랙매트릭스가 형성된 제 2 기판의 전면에 구성된 투명 공통전극

을 포함하는 액정표시장치.

청구항 17.
제 16 항에 있어서,

상기 컬러필터는 세로방향으로 이웃한 화소영역에 동일한 컬러필터가 구성되고, 이러한 컬러필터는 가로방향으로 적

색과 녹색과 청색의 컬러필터가 순서대로 구성된 스트라이프 형상인 액정표시장치.
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청구항 18.
제 17 항에 있어서,

상기 컬러필터를 스트라이프 형상으로 구성할 경우에, 블랙매트릭스는 데이터 배선과 박막트랜지스터에 대응하여 구

성되는 액정표시장치.

청구항 19.
제 16 항에 있어서.

상기 컬러필터는 상기 노출된 드레인 전극과 겹쳐지지 않도록 구성된 액정표시장치.
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摘要(译)

液晶显示装置技术领域本发明涉及液晶显示装置，更具体地，涉及具有
COT结构的液晶显示装置，其中滤色器形成在阵列基板上。 根据本发明
的用于液晶显示器的阵列基板包括顶栅型薄膜晶体管阵列部分和形成在
阵列部分的上部的滤色器。 此时，当形成包括滤色器的顶栅型薄膜晶体
管的阵列部分时，源电极和漏电极以及杂质非晶硅层同时被图案化，并
且栅电极，有源层和栅极绝缘膜被同时图案化。 如上所述的具有TFT
（COT）结构的滤色器的液晶显示装置用阵列基板的优点在于可以简化
工艺。 五
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